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The invention relates to a |ight source for
excess carriers into a sem conductor wafer,
illumnating a surface of the wafer
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(57) Abstract: The invention relates to a
light source for injecting excess carriers into a
semiconductor wafer, fully illuminating a surface
of the wafer (4). According to the invention,
the source (1) includes at least one set of point
sources (2) which are spaced apart at regular
intervals along the X and Y axes, such that the
source emits a monochromatic beam of a size
that is at least equal to that of the semiconductor
/ wafer surface to be illuminated. Each of the

point sources (2) is sinusoidally modulated by a
common electrical modulator (3), the distance (d)
between two point sources and the distance (D)

between the source (1) and the semiconductor
wafer surface (4) to be illuminated being
selected such that the monochromatic light beam
uniformly illuminates said surface.
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lumineuse destinée & injecter des porteurs en ex-
ces dans une tranche semi-conductrice en éclairant
entierement une surface de ladite tranche (4). Se-
lonl'invention, cette source (1) comporte au moins
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un ensemble de sources ponctuelles (2) espacées a
intervalles réguliers dans la direction X et dans la
direction Y, de sorte que ladite source émette un
faisceau monochromatique dont la dimension
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est au moins égale a celle de la surface a éclairer de ladite tranche semi-conductrice, chacune desdites sources ponctuelles (2) étant
modulée sinusoidally modpar un modulateur électrique commun (3), la distance (d) entre deux source ponctuelles et la distance (D)
entre la source (1) et la surface & éclairer de ladite tranche semi-conductrice (4) étant choisies de sorte que le faisceau lumineux
monochromatique éclaire de maniére uniforme la surface a éclairer de ladite tranche semi-conductrice.



